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グラフェンの物性は原子や分子の吸着によって変化するため、グラフェンの応用を考えたとき、

大気中でグラフェンにどのような原子や分子が吸着しているかを理解することは重要である。こ

れまでに、原子間力顕微鏡(AFM)による観察から、SiC上に成長させた 2層エピタキシャルグラフ

ェンおよび疑似フリースタンディング 1 層グラフェンは、大気中では水に覆われており、その吸

着水とグラフェンの界面に N2分子が 4 nm間隔のストライプ構造を形成することが報告されてい

る[1,2]。グラフェン上の特徴的な吸着層として興味深い。今回、SiC上のエピタキシャルグラフェ

ンへの大気由来の吸着物が、超高真空中においても保持されるか、低エネルギー電子顕微鏡と低

速電子線回折(LEED)により調べたので報告する。 

6H-SiC(0001)基板を、超高真空中で 1280℃程度に加熱すること

により、1~3 層のグラフェンが共存する試料を作製した。この試

料を、約 30分間、大気に暴露した後、超高真空中に再導入し、大

気暴露の影響を調べた。図 1(a)と 1(b)は、大気暴露前と暴露後の

典型的な LEEDパターンである。暴露前の LEEDパターンにおい

て、六角形の頂点に配置された回折スポットは、外側のものがグ

ラフェンからの 1 次の回折スポットで、内側のものが界面の

6√36√3構造に由来するものである。大気暴露後の LEEDパター

ンでは、6√36√3 構造に由来する回折スポットが消え、グラフェ

ンの 1次の回折スポットが作る六角形のほぼ半分のサイズの六角

形の頂点に、新たな回折スポットが現れている。さらに、鏡面反

射スポットのごく近傍にも、二回対称のスポットが観察できる。

何らかの吸着物がグラフェン上に規則構造を形成していることを

示唆する。二種類のスポットから、実空間での周期を求めると、

六角形の頂点にあるスポットから約 0.47 nmが、二回対称スポッ

トから約 4 nmが求まる。後者は、その周期と対称性から、AFM

で観察されたストライプ構造に対応することが推察される。また、

0.47 nmの周期の起源は現状不明だが、AFMによる報告を参考に

すると、N2または水分子がグラフェン上で規則的に配列している

可能性が考えられる。 
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図 1：SiC 上エピタキシャル

グラフェンの LEED パター

ン。(a)大気暴露前、(b)大気

暴露後。(b)の挿入図は(0,0)

スポット近傍を拡大したも

の。 
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